
الأفلاو انًسخخذيت حى ححعُرها بخقنُت انخبخُر انحرارٌ ين سبُكت 

انجريانُىو حهُرَىو عهً شرائح ين انسجاج انًنظف كًُُائُا عنذ درجاث 

انبُاناث وأوظحج . كهفن ( 372و  322و 302)حرارة لأسطح انشرائح

انعىئُت يسخىَاث انطاقت انًحهُت حسَذ بُنًا طاقت انفجىة انعىئُت حقم 

ورنك يع زَادة درجت انحرارة أسطح انخرسُب ودرجت حرارة انخخًُر 

ين انقُاساث انكهربائُت ، حى انحصىل عهً طاقت . نلأفلاو انًحعرة

نقذ و. انخنشُط انلازيت نهخىصُم وكثافت انًسخىَاث انًحهُت فٍ طاقت 

عسزث حأثُر درجت حرارة انخهُُن عهً عرض يسخىَاث انطاقت انًحهُت 

انخغُراث فٍ . وعهً كثافت انًسخىَاث عهً يسخىي فُريٍ بععها انبعط

انخصائص انبصرَت وانكهربائُت حرحبط بخحىلاث انًادة ين انحانت غُر 

  .انًخبهىرة إنٍ انحانت انًخبهىرة

 

Ge20Te80 films were deposited by thermal 

evaporation technique onto chemically cleaned glass 

substrates kept at different substrate temperatures 

(Tsub = 203; 233 and 273 K). The optical data 

indicated that the width of the localized states tails 

(Ee) increases while the optical gap (Eo) decreases 

with increasing the substrate and annealing 

temperature of the investigated films. From the 

electrical measurements, the activation energy for 

conduction and the density of localized states at the 

Fermi energy, N)EF) were obtained. The effects of 

the substrate and annealing temperature on the 

width of localized states tails and on the density of 

localized states at the Fermi level have enhanced 

each other. The changes in the optical and electrical 

properties are correlated with the amorphous–

crystalline transformations.  


